e~

>

Simposio de Integragdo Académica
“Ciéncias Basicas para o Desenvolvimento Sustentavel”
SIA UFV 2023

UFV

Universidade Federal
de Vigosa

Espectroscopia Raman Aplicada no Estudo de Dicalcogenetos de Metais de Transicao
Caio D. Ferreira' - cai0.8604465@aluno.mg.gov.br; Josué A. G. e Silva' - josue.6589356(@aluno.mg.gov.br; Eduardo N. D. Araujo® - eduardo.araujo@utv.br.

! Escola Estadual Effie Rolfs; 2 Universidade Federal de Vigosa - Departamento de Fisica

Palavras-chave

Introducao

O ditelureto de molibdénio (MoTe,) ¢ uma
combinacdo quimica de molibdénio (Mo) ¢
telirio (Te). E um material bidimensional que
pertence a familia dos calcogénios [1]. O
MoTe, ¢ um material com propriedades
cletrOnicas Unicas, que o0 tornam promissor
para aplicacoes em ecletronica de baixa
poténcia, como transistores € dispositivos
fotovoltaicos. MoTe, pode existir na fase
semiconductora 2H, na fase metalica 1T e na
fase semimetalica 1T

A espectroscopia Raman ¢ uma técnica de analise que utiliza a interacdao da luz com a
matéria. Quando a luz incide sobre um material, parte ¢ refletida enquanto outra parte €
transmitida para dentro do material. Uma fracdo da radiacdo transmitida através da superficie €
absorvida como calor e a outra parte ¢ retransmitida como luz espalhada. A luz espalhada tem
frequéncias diferentes da incidente, € portanto o processo ¢ um espalhamento ineldstico. Os
processos de espalhamento inelastico podem ser classificados de duas formas: se a frequéncia
da radiacao espalhada for menor que a frequéncia da radiacao incidente, 0 meio recebe energia,
¢ o espalhamento ¢ denominado como Stokes. Se a luz espalhada tiver frequéncia maior que a
da luz incidente, o meio espalhador cede energia para o campo de radiacdo. Esse processo ¢€
conhecido como espalhamento Anti-Stokes.

Material e Métodos

As medidas de espectroscopia Raman foram feitas em um espectrometro Raman InVia
Renishaw, com laser de 514 nm, poténcia de 0,2 mW, tempo de exposicao de 10s e¢ 6
acumulacoes [3].

O processo que foi utilizado para obter a amostra foi a

esfoliacdo micromecanica que ¢ uma teécnica para remover
algumas camadas de um cristal de TMD usando fita adesiva.
Essa remo¢ao ocorre por causa da fraca ligacao entre camadas
(For¢a de Van der Waals), possibilitando a esfoliacao destes
materiais para a forma bidimensional.
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Para mapear a amostra, o substrato contendo MoTe,/S10,/S1 ¢ colocado sobre uma lamina de

vidro e depois inserido no microscopio que € controlado por motor DC de posicionamento.
Ajustamos o foco da lente objetiva de 100x para realizacdo dos mapeamentos. Para
localizacao precisa das amostras, n0s definimos a borda superior da direita como ponto de
origem (0,0) e em seguida 1niciamos uma varredura da superficie do substrato na direcao
vertical da amostra, com o objetivo de identificar as monocamadas do MoTe,. Ao
encontrarmos camadas tinas de MoTe,, registramos as coordenadas de x ¢ y para podermos
localiza-as por repetidas vezes. Em seguida, fo1 tomado o espectro Raman de medida.

I Fig I: imagens de microscopia optica de amostra do MoTe, esfoliado

Resultados e Discussao

relacionado ao silicio cristalino.
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A Fig. 3 mostra o espectro Raman de uma amostra de MoTe, sobre substrato de S10,/S1. Os
modos presentes nas posicdes 109 cm™, 127 cm™, 162 cm™, 190 cm™ e 258 cm™! sdo todos de
simetria Ag, pertencentes a tase 1T° do MoTe,. Dessa forma, mostramos que € possivel usar a
tecnica de espectroscopia Raman para encontrar amostras de poucos micrometros e MoTe,,
bem como definir a fase do material produzido.

Conclusoes

Neste trabalho mostramos como obter amostras microscopicas de MoTe,, de poucas
camadas. a partir de cristais macroscopicos. Para isso, for utilizada a técnica de esfoliacao
micromecanica, para deposi¢ao de camadas de MoTe, de diversas espessuras sobre superficie
de S10,/S1, que foram localizadas usando a técnica de microscopia optica. As amostras foram
analisadas pela forma, coloracdo e tamanho. Usando a técnica de espectroscopia Raman, fo1
possivel mostrar os modos vibracionais caracteristicos do MoTe, na fase 1T’ (semimetalica)

Figura 3: Espectro Raman da amostra de
MoTe,. Os modos entre 100 e 300 cm-1 sao
caracteristicos da fase 1T’ do MoTe2,
enquanto que o pico intenso em 520 cm! est4
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